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図４太陽電池の J-V特性 

表面活性化常温接合を用いた多接合型太陽電池の熱アニールの影響 

Influence of annealing on characteristic of wafer bonded multi-junction solar cell.  
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【背景】異なるバンドギャップを有する複数のセルからなる多接合型太陽電池は太陽電池の高効率

化に対しては有効な手法である。その中で 2種類の異なる基板を用いて各々にセルを成長したもの

を貼り合せ、広いバンドギャップに対応し、高効率な多接合型太陽電池を実現する試みがなされて

いる[1][2][3]。我々は GaAs 基板上と InP 基板上にそれぞれセルを MOCVD で成長し、これを表面

活性化常温接合で貼り合せ、太陽電池を試作した。従来 n-GaAs/n-Si の表面活性化常温接合では接

合後、400℃のアニールで界面のアモルファス層が結晶化し抵抗が低減する報告がなされている[4]。

今回我々は試作した太陽電池に対してアニール処理の有無での特性の違いを評価し、報告を行う。 

【実験方法】試作した太陽電池構造を図１に示す。GaAs 基板上に GaInP(1.9eV)/GaAs(1.4eV)の 2 種

類のセルを成長したウエハと InP 基板上に GaInAsP(1eV)セルを成長したウエハとを表面活性化常

温接合で貼り合せ、3接合太陽電池を試作した。2枚のウエハはそれぞれ n-GaAs（ND:2x10
19

/cm
3）

と n-InP（ND:2x10
19

/cm
3）を接合層として貼り合わせを行った。試作した太陽電池は一部をアニー

ル無しで評価を実施、別の一部を 400℃で 4min アニールを実施した上で評価を実施した。また接

合界面の抵抗を評価するため、上記接合層のみを含む 2mm 角のサンプルを作成し、アニールの有

無で I-V 特性の違いも評価した。 

【結果】図 2 に分光感度測定装置を用いて、試作した 3 接合太陽電池の内部量子効率のアニールの

有無による差異を評価した結果を示す。アニールを行ったサンプルはアニール無しのサンプルと比

べ GaInP セルと GaInAsP セルで明確に量子効率が低下していることがわかった。また接合層のみ

のサンプルで I-V 特性にアニールによる有意差は見られず、その抵抗は約 0.17Ωcm
2に見積もられ

た(図 3)。量子効率の低下の原因については発表の際に報告する。さらにアニール無しのサンプル

について無集光にて J-V 特性を評価したところ Jsc:12.2mA,Voc:2.913V,効率 29.5%であった(図 4)。

今回の実験で本構造の太陽電池では熱処理が特性に大きな影響を及ぼすことが確認できた。 
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  図３ 接合界面の I-V 特性 
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